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【【【【序論序論序論序論】】】】 
炭化珪素(SiC)エピタキシャル成長時には、Fig. 

1 に示すように試料台(サセプタ)にも SiC 膜が堆
積するため、その剥離による微粒子発生などが問
題となる。そこで、堆積膜を素早く除去する技術、
即ち、クリーニング技術が必要である。 
 これまでに、熱分解炭素被膜を用いてサセプタ
を保護しながら、三フッ化塩素(ClF3)ガスを用い
て SiC 堆積膜を除去するクリーニング方法が提
案[1]されている。前報[2]において、純化処理を
施した熱分解炭素被膜を用いるとクリーニング
温度を 570℃まで上げられる可能性が示された。
本報では、熱分解炭素（純化処理）被膜上に SiC
膜を形成して、ClF3 ガスによるクリーニングを行
ったので、その詳細を報告する。 
【実験】【実験】【実験】【実験】 
熱分解炭素(純化処理)被膜を形成した高純度

カーボン基板(3cm 角、東洋炭素)を用い、その表
面に厚さ約 30μｍの SiC 膜を製膜した。製膜に
は、高速回転型枚葉式装置(EPIREVOTMS6, ニュ
ーフレアテクノロジー)を用いた。この試料を、
500℃において ClF3 ガス(関東電化工業)に曝露し
た。 
【結果と考察】【結果と考察】【結果と考察】【結果と考察】 

Fig. 2(a)に SiC 膜が形成された試料を示す。膜
は粒子状の堆積膜であった。これを 500℃、ClF3

ガス300 sccmで10 min曝露した後の試料をFig. 2 
(b)に示す。SiC 膜の殆どは除去されていたものの、
試料の中央部には、熱分解炭素（純化処理）被膜
が剥離している様子が認められた。基板設定温度
は耐久温度以下の 500℃であったにも関わらず
剥離が生じたことの原因として、ClF3 ガスと SiC
の反応熱により被膜表面の温度が上昇し、局所的
に熱分解炭素（純化処理）の耐久温度を超えたこ
とが考えられる。 

反応熱を除熱することにより昇温を穏やかに
するため、基板設定温度と三フッ化塩素流量を同
一に維持しつつ窒素ガスによる希釈を試みた。
Fig. 3(a)にクリーニング前の試料を示す。Fig. 2(a)
と同じく、粒子状の堆積膜であった。これを
500℃、ClF3 ガス 300 sccm、N2ガス 2700sccm で
20 min 曝露した。その様子を Fig. 3 (b)に示す。曝
露後に表面に僅かに残留していた SiC 粒子は固
着していないものであったため、それらを払い落
とした後の状態が Fig. 3 (c)である。この図に示す

通り、粒子状 SiC 堆積膜の殆どが除去されている
こと、熱分解炭素（純化処理）被膜が損傷を受け
ていないことが確認された。これは、N2 ガスに
より除熱効果を高めたことにより、反応熱に起因
する昇温が抑制され、耐久温度を超えなかったた
めと考えられる。 
【結論】【結論】【結論】【結論】 
炭化珪素薄膜形成装置のクリーニング温度を

上げるため、熱分解炭素（純化処理）保護膜を設
けた試料台に SiC を製膜してクリーニングを試
みた。その結果、基板温度が耐久温度以下であっ
ても ClF3 ガスと SiC の反応熱により熱分解炭素
被膜（純化処理）に剥離が生じることがわかった。
そこで、N2 ガスを加えて ClF3 ガスを希釈するこ
とにより、反応熱の除熱を促進して局所的な温度
上昇を防ぎ、剥離を防止しながらクリーニングを
行えることが確認された。 
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Fig. 1 SiC CVD の課題（サセプタ堆積膜の剥離） 

 
   (a)曝露前    (b)曝露後 
Fig. 2 クリーニング後の試料外観 

(ClF3：50 sccm, 500℃, 10 min) 
 

 
(a)曝露前  (b)曝露直後 (c)粒子払落後 
Fig. 3 クリーニング後の試料外観 

(ClF3：300 sccm, N2：2700 sccm, 500℃, 20 min) 
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